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Inventia se referd la procedeele de prelucrare termica a materialelor semiconductoare si poate fi folositd in
microelectronica.

Esenta inventiei constd in modificarea straturilor de suprafatd ale monocristalelor de seleniurd de zinc, care include
prelucrarea termica a monocristalelor in topitura de bismut cu adaos de 0,02...1,10% at. de crom la tempera-tura de
1000...12000C timp de 60...150 de ore.

seleniurd de zinc dopate cu crom din topiturd de bismut, precum §i in imbunatatirea stoichiometriei in procesul
doparii.
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